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1. (a)畫出圖一所示電路之小信號分析電路圖。(b)分別求出圖一電路之電壓增益、輸出阻抗和輸入

阻抗。 [VA = ∞，注意有兩顆電晶體(Q1 和 Q2)，因此作答時你設定之各項參數要標示清楚(例

gm1 和 gm2…等)] (15%) 

 

2. 二極體之界面空乏區是如何形成(務必詳細說明空乏區形成過程)？(10%) 

 

3. (a)圖二所示之元件名稱為何？(b)畫出圖二負載端之輸出波形並解釋其原因(圖中的VP為輸入電

壓的振幅、R 為電阻而 RL為負載電阻)。(10%) 

 

4. (a)圖三電路若轉成戴維寧(Thevenin)等效電路則戴維寧電壓和戴維寧電阻為何(圖中的 R1 和 R2

為電阻而 RL 為負載電阻)？(b)畫出圖三之戴維寧等效電路。(c)畫出圖三之諾頓(Norton)等效電

路。 (15 %) 

 

5. 請畫出任一組差動放大器電路圖以及其所對應的等效半電路圖，並標明其使用之電晶體種類，

輸入與輸出訊號源、負載及驅動方式等資訊。(10%) 

 

6. 假設一已知 P 型矽金氧半電晶體，具有氧化矽絕緣層厚度 10 nm，通道寬長比為 10，臨界電壓

(VTH)為 -1 V，且矽的電洞遷移率為 400 cm2/vs。(a)請畫出其閘極電壓(VG)分別為 -2 V、-3 V、

-4 V，汲極電壓(VD)由 0~ -5 V 的輸出特性曲線圖，並標示出其對等飽和電流值大小，飽和發生

點電壓。(b)假設現增厚氧化矽厚度至 20 nm，其餘參數皆不改變(包括 VTH)，請重新計算(a)小

題答案。(20%)  

 

7. 如圖四所示，已知 RD=100 kΩ，CL=0.1 μF，(a)請問此電路之頻率響應特性為低通、帶通或是高

通電路。(b)請算出對應的極點(pole)為多少？(10%) 
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8. 請計算圖五(a)(b) 之 Vout/Vin 之電壓增益應為多少？(10%) 

 
 圖一 圖二 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
圖四 

 
圖三 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

圖五(a) 圖五(b) 


